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PLANIFICACION DE LA ASIGNATURA
FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS es la primera asignatura de la especialidad
ELECTRONICA que permite al Alumno La introduccion al estudio de la Fisica y el

funcionamiento de los componentes electronicos que luego utilizara en la construccion de
circuitos electrénicos y sobre los cuales ejecutara las mediciones correspondientes.-

La Asignatura Dispositivos Electronicos contempla el desarrollo de temas vinculados con
los componentes no lineales o electrénicos de un circuito, permitiendo desarrollar

habilidades en el alumno tendientes a poder a utilizar los distintos componentes,
analizando sus caracteristicas y aplicaciones.-

Posee contenidos que son fundamentales en la parte de componentes electronicos ¥ que
seran utilizados en el desarrollo de asignaturas en los afios siguientes de la carrera.-

DIRECTOR DPTO. ING. ELECTRONICA
UTN FAC REG VILLA MARIA
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OBJETIVOS

OBJETIVOS CONCEPTUALES

Los objetivos conceptuales que se pretende, desde la Asignatura Dispositivos
Electrénicos, es que el Alumno adquiera:

7

v

Conocimientos sobre los principios fisicos y las caracteristicas de los dispositivos

semiconductores y sus aplicaciones, para que pueda utilizarlos en la realizacién de
proyectos de circuitos electrénicos analogos de otras Asignaturas.

Capacidad para el andlisis de circuitos electrénicos basicos.

OBJETIVOS ACTITUDINALES

v

Desarrollar en el estudiante su capacidad de exposicién y expresién tendientes a

mejorar su comunicacién y orateria, necesidades fundamentales en el ejercicio de la
profesién.

Fomentar en el estudiante la ejecucion de trabajos en forma grupal, presentando,
evaluando y defendiendo sus propios trabajos ¥ sus conclusiones con sus pares, en

una discusion enriquecedora tendiente a lograr un proceso de aprendizaje
dinamico.

Promover en el alumno la inquietud por |a investigacion y el desarrollo, la utilizacion

de instrumental de medicion, las actividades en el Laboratorio y el aporte de la
informatica como herramienta de trabajo.

Fomentar la bisqueda creativa de las mejores soluciones posibles a los problemas
tecnologicos.

Incentivar la busqueda de la mejora continua y la actualizacion constante ante la
rapidez de cambio del conocimiento.

Actuar con responsabilidad, integridad, iniciativa, esfuerzo y perseverancia.
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CONTENIDOS

PROGRAMA SINTETICO del disefio curricular:

a) Fisica de la junturas PN graduales.
b) Diodos de juntura (Zener, tanel, pin, Schottky).
c¢) Transistor bipolar: Analisis en sefal débil.
Andlisis en sefal fuerte.
Andlisis en conmutacién.
d) Transistor Schottky.
e) FET, MOSFET: Analisis en sefal débil.
Analisis en sefial fuerte.
Analisis en conmutacion. Simetria complementaria.

f) Multijunturas (SCR, TRIAC, DIAC, etc).
g) Optoelectrénica.

h) Semiconductores ternarios/cuaternarios.
i) Dispositivos por efecto cuantico (transistores metélicos, diodos laser, etc.)

Del programa sintético propuesto se desprende que se trata de una asignatura de
formacién que proporciona las bases para que el alumno adquiera los

conocimientos necesarios que le permitan comprender el funcionamiento de los
elementos utilizados en la especialidad.

En el Programa Analitico presentados se contempla el desarrollo de todos los temas
Propuestos en el disefio curricular. Las unidades concuerdan, en general, con los
titulos del programa sintético. Cuando no concuerda es por que, debido a su

extension, correlacién y/o contenido se lo organizé de manera tal que resultase de
mejor compresion para el alumno.

PROGRAMA ANALITICO
POR EJES TEMATICOS:

UNIDAD 1: FiSICA DE LA JUNTURAS PN GRADUALES
Bandas de energia en los sélidos. Intensi

dad de Campo, Potencial y Energia. Naturaleza
del atomo. Niveles de energia. Aislantes, conductores y semiconductores. Ligaduras de
valencia. Estructura cristalina. Ligaduras covalentes del Silicio y Germanio. Impurezas
donadoras y aceptadoras. Corriente de conduccién y difusion.-

UNIDAD 2: DIODOS DE JUNTURA

Juntura p-n: abrupta, gradual e hiperabru

distribucién de impurezas, de densidad de
y bandas de energia.

La unién p-n como rectificador: componentes de corriente en una juntura p-n.
Portadores mayoritarios y minoritarios con polarizacién directa e inversa. Caracteristicas
tension-corriente. Dependencia con la temperatura. Capacidad de transicion y de difusién.
Tiempo de conmutacién del diodo de unién.-

El diodo ideal. Condiciones de polarizacion. Comparacién de diodos de silicio y germanio.
Niveles de resistencias. Resistencia en corriente continua o estatica. Resistencia en
corriente alterna. Circuitos equivalentes de un dicdo. Hoja de especificaciones d elos

ptas. La juntura p-n en equilibrio. Diagrama de:
carga, intensidad de campo eléctrico, potencial
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diodos. Pruebas de dicdos. El diodo como elemento de un circuito. Recta de carga.
Aproximaciones de diodos. Configuraciones de diodos en serie y paralelo.

Aplicaciones practicas de los diodos de juntura: rectificadores de media onda y onda
completa. Recortadores. Cambiadores de nivel. Dobladores de voltaje.

Analisis de distintos tipos de diodos: Diodo Zener. Diodo Schottky. Diodos de

capacidad variable. Diodo Tunel. Diodo IMPATT. Diodo PIN. Diodos de efecto GNUN.
Dicdos TAZ.-

UNIDAD 3: TRANSISTOR BIPOLAR

Fisica del transistor bipolar. Componentes de la corriente del transistor. Transistor PNP
y NPN -

Fabricacion de transistores. Configuraciones: base comun, emisor comun y colector
comun. El transistor como amplificador. Amplificador de: corriente, tensién y potencia.
Limites de operacion. Hoja de especificaciones del transistor. Prueba de transistores.-
Polarizacion del transistor. Polarizacion: fija, con resistencia en emisor, por divisor de
voltaje, por retroalimentacién de voltaje. Estabilizacion de la polarizacion.-

Analisis de transistor con sefal débil. Parametros hibridos. Circuitos equivalentes.
Determinacion grafica de los parametros hibridos. Variacion de los parametros. Modelo
hibrido m o de Giacoletto.

Analisis del transistor con sefal fuerte. Modelo Ebers-Moll. Caracteristicas de entrada y
salida. Estados o modos del transistor.

Analisis del transistor en conmutacion dinamica. Comportamiento del transistor en la
zona activa. Comportamiento del transistor saturado.-

UNIDAD 4: TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO

Fisica del transistor de efecto de campo de juntura (JFET) vy del transistor de efecto de
campo de compuerta aislada (MOS). E| transistor de efecto de campo como componente
de circuito. Polarizacion: fija, autopolarizacién, divisor de voltaje. Parametros tipicos -
Configuraciones especiales: MOS de doble compuerta. MOS complementarios ({CMOS).
Curvas caracteristicas. Especificaciones. Circuitos equivalentes. Analisis para sefnal débil,
para sefial fuerte y en conmutacién. Simetria complementaria.-

UNIDAD 5: DISPOSITIVOS MULTIJUNTURAS

Tiristores. Configuracion tipica. El tiristor o0 SCR como elemento de circuito. Curvas
caracteristicas. Caracteristicas de disparo y blogqueo. Limites de operacién. SCR activado
por luz. Diodo Shockley .-

Triac. Configuracion fisica. El Triac como elemento de circuito. Curvas caracteristicas.
Caracteristicas bidireccionales de disparo y blogueo. Limites de operacion.-

Diac. Configuracion fisica. El Diac como parte de circuitos de disparo. Curvas
caracteristicas. Especificaciones tipicas. Circuite equivalente.-

Transistor monounién. Caracteristicas y aplicaciones.-

UNIDAD 6: JUNTURA METAL-SEMICONDUCTOR. TRANSISTOR SCHOTTKY .-

Contactos metal-semiconductor. Tipos de unién entre metal y semiconductor: 6hmica y
rectificante. Materiales utilizados. Técnicas de formacién del contacto. Contacto
rectificante: diagrama de bandas de energia antes de formar el contacto. Funcién trabajo
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